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Zusammenf assung 

Treiberschaltung 

5 Die Erfindung betrifft eine • Treiberschaltung mit 

- einem Schaltungsknoten (10) , 

- mindestens zwei ersten Transistoren (PI, P2), deren 
Laststrecken in Reihe geschaltet sind und den 
Schaltungsknoten (10) mit einer ersten Spannung (U I0 ) 

10 verbinden, 

- mindestens zwei zweiten Transistoren (Nl, N2), deren 
^ Laststrecken in Reihe geschaltet sind und den 

^ Schaltungsknoten (10) mit einem Bezugspotential verbinden, 
und 

15 - einer Regelschal tung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl, 16), die 

ausgebildet ist, urn mindestens eine erste Steuerspannung 
(U P2 ) an mindestens einem Transistor (P2) der mindestens zwei 
ersten Transistoren (PI, P2) und mindestens eine zweite . 
Steuerspannung (U N2 ) an mindestens einem Transistor (N2) der 

20 mindestens zwei zweiten Transistoren (Nl, N2) abhangig von 
einer Spannung am Schaltungsknoten (10) einzusteilen . 




(Fig. 1) 
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Beschreibung 
Treiberschaltung 

Die Erfindung betrifft eine Treiberschaltung, insbesondere 
eine IO-Treiberschaltung . 

Bei komplexen integrierten elektronischen Schaltungen teilen 
sich haufig mehrere verschiedene Schaltungsmodule einen 
gemeinsamen Bus, beispielsweise einen Daten- oder Steuerbus. 
Urn Zugrif f skonf likte auf den Bus zu vermeiden, mussen die 
Schaltungsmodule vom Bus abkoppelbar sein. Dies wird in der 
Regel dadurch gewahrleistet , dass mit dem Bus verbundene 
Treiberschaltungen der Schaltungsmodule in mehrere 
verschiedene Zustande versetzt werden konnen. Die 
verschiedenen Zustande umfassen insbesondere einen aktiven 
Zustand, in dem ein Schaltungsmodul mit dem Bus elektrisch 
gekoppelt ist, urn Daten auf den Bus treiben zu konnen, sowie 
einen inaktiven Zustand, in dem eine Treiberschaltung derart 
geschaltet ist, dass das Modul vom Bus abgekoppelt ist, d.h. 
keine Daten auf diesen treiben kann. Beispielsweise wird 
hierzu die Treiberschaltung hochohmig geschaltet . 

Auf Bussen konnen Uber- und/oder Unterspannungen auf tret en, 
beispielsweise bei Uber- oder Unterschreiten eines maximal 
bzw. eines minimal zulassigen Spannungspegels auf einem Bus. 
Hierdurch konnen Schaden oder Fehlf unktionen der 
Treiberschaltungen auftreten. 

Mit einem gemeinsamen Bus konnen auch Schaltungsmodule 
verbunden sein, die mit unterschiedlichen 

Ver sorgungs spannungen betrieben werden. Ein Beispiel hierfiir 
ist der Betrieb von Schaltungsmodulen mit einer 
Ver sorgungs spannung von 3,3 Volt an einem gemeinsamen Bus 
zusammen mit Schaltungsmodulen, die mit einer 
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Versorgungsspannung von 5 Volt betrieben werden . Hierbei 
diirfen die Treiberschaltungen der niedervol t igen 
Schaltungsmodule nicht durch Spannungspegel bis zu 5 Volt 
oder sogar hoher bei Auftreten von Uberspannungen zerstort 
oder in ihrer Funktion beeintrachtigt werden . 

Fig>. 2 zeigt eine bekannt.e Treiberschaltung , die fiir einen 
CMOS-Prozess realisiert ist.. Die Treiberschaltung wird iiber 
einen Schaltungsknoten 10 mit einem (nicht dargestellten) Bus 
gekoppelt. Bei einer integrierten Schaltung kann der 
Schaltungsknoten 10 beispielsweise ein Pad sein. Der 
Schaltungsknoten 10 ist iiber die in Reihe geschalteten 
Laststrecken zweier, p-Kanal -MOSFETs PI und P2 mit einer - 
ersten Spannung Ui 0 verbunden. Weiterhin ist der 
Schaltungsknoten 10 iiber die in Reihe geschalteten 
Laststrecken zweier n-Kanal -MOSFETs Nl und N2 mit einem 
Bezugspotential von beispielsweise 0 Volt verbunden. 

Auf den Schaltungsknoten 10 werden. von einem (nicht 
dargestellten) Schaltungsmodul digitale Daten iiber einen 
ersten und einen zweiten Anschluss 18 bzw. 20 der 
Treiberschaltung geschaltet. Hierzu ist der erste Anschluss 
.18 iiber eine Gate-Steuerschaltung 12 mit dem Gate des MOSFETs 
PI verbunden. Von einer (nicht dargestellten) Verteilerlogik ' 
des Schaltungsmoduls kann iiber den ersten Anschluss 18 ein 
logischer High-Pegel entsprechend der ersten Spannung U IO auf 
den Schaltungsknoten 10 geschaltet werden. Uber den zweiten 
Anschluss 20, der mit dem Gate des MOSFETs Nl verbunden ist, 
kann dagegen der Schaltungsknoten 10 mit dem Bezugspotential 
verbunden werden. Demnach kann die Verteilerlogik iiber den 
zweiten Anschluss 20 einen logischen Low-Pegel auf den 
Schaltungsknoten 10 schalten. 

Durch die beiden Transistoren P2 und N2 ist die 
Treiberschaltung iiber die Anschliisse 18 und 2 0 in einen 
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aktiven oder einen inaktiven Zustand schaltbar. Ein erster 
und ein zweiter Anschluss 22 bzw. 24 der Treiberschaltung 
sind fur fest vorgegebene Bias-Spannungen vorgesehen. Der 
erste Anschluss 22 ist mit dem Gate des MOSFETs P2 verbunden, 
der zweite Anschluss 24 mit dem Gate des MOSFETs N2 . Am 
ersten und zweiten Anschluss 22 bzw. 24 liegt eine Spannung 
Ubiasp bzw. U b ia S n an,wobei diese Spannungen unverandert fur den 
aktiven und inaktiven Zustand ihren Wert beibehalten und zu 
den nachfolgend naher erklarten Problemen fiihren. . 



Im aktiven Zustand der Treiberschaltung sind die beiden 
4K Spannungen U b i a5 p und U b i aS n so gewahlt, dass die Transistoren* 
P2 und N2 in Sattigung betrieben werden. Hierdurch wird 
gewahrleistet , dass iiber die Transistoren P2 und N2 
15 elektrische Strome entsprechend einer 

Schnittstellenspezif ikation auf den Schaltungsknoten 10 und 
den damit verbunden Bus getrieben werden konnen. Ferner sind 
die beiden Transistoren N2 und P2 zum Abblocken von 
kapazitiven Einwirkungen vom Schaltungsknoten 10 vorgesehen. 

20 

Im inaktiven Zustand der Treiberschaltung befinden sich die 
beiden Transistoren PI und Nl in einem nicht leitenden 
0/~ Zustand. Dies wird erreicht, indem an das Gate^ des 

m Transistors PI die erste Spannung Ui 0 und an das Gate des 

25 Transistors Nl das Bezugspotential angelegt wird. Dadurch 

sind die Pfade vom Schaltungsknoten 10 zum Potential U IO und 
zum Bezugspotential hochohmig geschaltet. Das Potential am 
Schaltungsknoten 10 hangt nunmehr von den 
Spannungsyerhaltnissen am Bus ab, der mit dem 

30 Schaltungsknoten 10 verbunden ist. Insbesondere konnen andere 
Treiberschaltungen am selben Bus oder relativ hochohmige 
Bushaltewiderstande die Spannungsverhaltnisse bestimmen. 
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Wie bereits angedeutet, ist bei einigen Schnittstellen- und 
Busspezif ikationen die Uber- und/oder Unterschreitung von 
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vorgegebenen Spannungspegeln auf einem Bus moglich, " 
insbesondere wenn Schaltungsmodule oder Bausteine mit 
unterschiedlichen Versorgungsspannungen an einem gemeinsamen 
Bus angeschlossen sind. Dadurch konnen prinzipiell die 
Spannungspegel auf dem Bus groiSer als die maximal zulassigen 
Spannungspegel an den Transistoren N2 und P2 werden. Urn 
Zerstorungen oder Fehlf unktionen der Transistoren P2 und N2 
zu vermeiden, ist es daher erf orderlich, im inaktiven Zustand 
an die Gates der beiden Transistoren P2 und N2 Bias- 
Spannungen iiber die Anschlusse 22 bzw. 24 anzulegen, welche 
die Transistoren P2 und N2 in einen Zustand bringen, in dem 
verhindert wird, dass zwischen dem Schaltungsknoten 10 und 
dem jeweiligen Gate der Transistoren P2 und N2 die maximal 
zulassige Spannung uberschritten wird. 

Hierbei sollte gewahrleistet seiri, dass die beiden 
Transistoren P2 und N2 alien zulassigen Spannungspegeln auf 
dem Bus standhalten konnen, die unmittelbar auf den 
Schaltungsknoten 10 wirken. Wird jedoch der Bereich der am 
Schaltungsknoten 10 auftretenden Spannungspegel zu grofi, 
konnen die an den Anschliissen 22 und 24 anliegenden Bias- 
Spannungen nicht mehr die Anf orderungen an die beiden 
Transistoren P2 und N2 im aktiven Zustand der 
Treiberschaltung gewahrleisten . Beispielsweise konnen die 
Bias-Spannungen derart groS bzw. klein gewahlt sein, dass im 
aktiven Zustand uber die Laststrecken der beiden Transistoren 
P2 und N2 nur geringe Strome flieSen konnen, so dass die 
Treiberschaltung auf den Schaltungsknoten 10 insgesamt nur 
einen geringen Strom treiben kann und sich damit nur fur 
Busse mit einer geringen kapa.zitiven Last sowie fur 
Anwendungen mit niedrigen Frequenzen eignet und 
gegebenenf alls die Spezif ikat ion der Schnittstelle nicht mehr 
eingehalten werden kann. ■ 
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Um dieses Problem zu umgehen, konnen die beiden Transistoren 
P2 und N2 grofeflachig ausgestaltet werden. Dadurch sind sie 
auch bei hohen Bias-Spannungen im Stande, ausreichend groSe 
Strome auf den Schaltungsknoten 10 zu treiben. Allerdings 
erfordert eine derartige Treiberschaltung bei einer 
Integration auf einem Halbleiterchip eine sehr groSe Flache, 
wodurch die integrierte Schaltung teuer wird. 

Das folgende Zahlenbeispiel verdeutlicht die Problematik: in 
einer beispielhaf ten CMOS-Technologie stehen Transistoren zur 
Verfiigung, die mit maximalen Spannungen von 3,6 Volt 
betrieben werden konnen. Sollen Treiberschaltungen realisiert 
werden, die sowohl in einer 3,3 Volt- als auch in einer 5,0 
Volt- (Schnittstellen-) Umgebung betrieben werden konnen, 
sollte als erste Spannung U I0 aufgrund der 

Spannungsbegrenzung der Transistoren etwa 3,3 Volt gewahlt 
werden. Wenn nun an einem Bus, welcher mit den 
Treiberschaltungen verbunden ist, auch Bausteine oder 
Schaltungsmodule angeschlossen sind, die mit einer 
Versorgungsspannung von 5,0 Volt betrieben werden, konnen 
aufgrund von Uber- und Unterschwingen im inaktiven Zustand 
der Treiberschaltungen Spannungspegel zwischen etwa -0,9 Volt 
bis etwa 6,0 Volt am Schaltungsknoten 10 auftreten. 

Um zu verhindern, dass die maximale Spannung zwischen Gate 
und Drain (das mit dem Schaltungsknoten 10 verbunden ist) der 
Transistoren P2 und N2 nicht uberschritten wird, sollte fur 
die beiden Bias -Spannungen U biasn und U biasp ein Wert von etwa 
2,4 Volt (6,0 Volt - 3,6 Volt) gewahlt werden. Dadurch konnen 
die im gesamten Bereich der am Schaltungsknoten 10 
auftretenden Spannungspegel die maximal zulassigen 
Trans i s tor spannungen nicht uberschreiten . Allerdings ist bei 
einer Gatespannung von etwa 2,4 Volt der Transistor P2 nicht 
in Sattigung, wodurch fur einen ausreichenden Strom ein 
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grower Kanal und damit ein erheblicher Flachenbedarf fur den 
Transistor P2 erforderlich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine 
Treiberschaltung vorzuschlagen, die insbesondere auf einer 
integr.ierten Schaltung kostengiinstig fur einen groSen 
Spannungspegelbereich an einem Schaltungsknoten zu 
realisieren ist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Treiberschaltung mit den 
Merkmalen nach Anspruch 1 gelost . Bevorzugte Ausgestaltungen 
der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Anspruchen. 

Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung besteht darin, eine 
Steuerspannung mindestens eines Transistors einer 
Treiberschaltung, dessen Laststrecke mit einem 
Schaltungsknoten der Treiberschaltung verbunden ist, 
dynamisch abhangig von einer Spannung am Schaltungsknoten zu ■ 
regeln. Dadurch wird vermieden, dass eine maximal zulassige 
Spannung an mindestens einem Transistor, beispielsweise durch 
eine hohe Spannung am Schaltungsknoten aufgrund von Uber- 
oder Unterschwingen auf einem mit der Treiberschaltung 
verbundenen Bus, uberschritten wird und den mindestens einen 
Transistor zerstoren oder dessen Funktion beeintrachtigen 
kann . 

In einer konkreten Ausf uhrungsf orm betrifft die Erfindung. 
eine Treiberschaltung mit 

- einem Schaltungsknoten, 

- mindestens zwei ersten Transistoren, deren Laststrecken in 
Reihe geschaltet sind und den Schaltungsknoten mit einer 
ersten Spannung verbinden, 

- mindestens zwei zweiten Transistoren, deren Laststrecken in 
Reihe geschaltet sind und den Schaltungsknoten mit einem 
Bezugspotential verbinden, und " 
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- einer Regelschaltung, die ausgebildet ist, urn mindestens 
eine erste Steu'erspannung an mindestens einem Transistor der 
mindestens zwei ersten Transistoren und mindestens eine 
zweite Steuerspannung an mindestens einem Transistor der 
mindestens zwei zweiten Transistoren abhangig von einer 
Spannung am Schaltungsknoten einzustellen . 

Eine derartige Treiberschaltung eignet sich vorteilhaft fur 
Schal tungsmodule, die mit mehreren Schal tungsmodulen an einem 
gemeinsamen Bus betrieben werden, Sie kann aber ebenso 
vorteilhaft auch in jeder beliebigen elektronischen Schaltung 
eingesetzt werden, in der an einem Schaltungsknoten Uber- 
oder Unterspannungen auftreten konnen. 

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass die 
Treiberschaltung im aktiven Zustand keine statische 
Stromauf nahme aufweist, was bei herkommlichen 
Treiberschaltungen normalerwei se ublich ist. 

Die Regelschaltung kann ferner ausgebildet sein, urn die 
Treiberschaltung abhangig von einem Freigabesignal in einen 
aktiven oder einen inaktiven Zustand zu versetzen. Hierdurch 
kann die Treiberschaltung an Bussen betrieben werden, an die 
mehrere Schal tungsmodule mit Treiberschaltungen gleichzeitig 
elektrisch gekoppelt sind. Das Freigabesignal kann 
beispielsweise zentral von einer Bus -Arbiterschal tung erzeugt 
werden, die den Zugriff auf einen gemeinsamen Bus uberwacht . 
Ebenso kann das Freigabesignal auch dezentral durch ein 
Schaltungsmodul , welches die Treiberschaltung nutzt, oder 
durch ein anderes Schaltungsmodul erzeugt* werden. 

Die Regelschaltung ist vorzugsweise ferner ausgebildet, um im 
aktiven Zustand die Steuerspannungen derart einzustellen, 
dass die von deh Steuerspannungen gesteuerten Transistoren 
etwa in Sattigung sind. Dadurch werden die von den 
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Steuerspannungen ges.teuerten Transistoren optimal 
ausgesteuert und konnen im aktiven Zustand grolSe Strome 
treiben. Bei einer Integration der Treiberschaltung auf einem 
Halbleiterchip konnen daher Transistoren mit einem kleineren 
Flachenbedarf eingesetzt werden als bei einer 

Treiberschaltung, bei der die Transistoren im aktiven Zustand 
wie eingangs erlautert nicht in Sattigung betrieben werden 
konnen . 

Die Regelschaltung ist in einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm 
ferner ausgebildet, urn im inaktiven Zustand bei Uberschreiten 
mindestens eines Schwellenwertes durch die Spannung am 
Schaltungsknoten die Steuerspannungen urn eine vorgegebene 
Spannung zu verringern. Mit anderen Worten iiberwacht die 
Regelschaltung die Spannung am Schaltungsknoten auf 
Uberschreitung des mindestens einen Schwellenwertes. Erst bei 
Uberschreitung des mindestens einen Schwellenwertes wird dann 
die Steuerung ,der Regelschaltung, welche die Steuerspannungen 
einstellt, aktiv und verringert die Steuerspannungen, 
insbesondere . urn Schadigungen oder Fehlf unkt ionen der 
Transistoren zu verhindern. 

In einer konkreten Ausf uhrungsf orm insbesondere zur 
Realisierung des mindestens einen Schwellenwertes kann die 
Regelschaltung einen ersten elektrischen Pfad vom 
Schaltungsknoten zum Bezugspotential umfassen, der mindestens 
eine Diode zum Vorgeben des mindestens einen Schwellenwertes 
aufweist. 

Der erste Pfad weist in einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm 
ferner einen Schalter auf, der vom Freigabesignal gesteuert 
wird. Durch den Schalter, vorzugsweise ein Transistor, kann 
beispielsweise der erste Pfad uber das Freigabesignal im 
aktiven Zustand der Treiberschaltung abgeschaltet werden. 
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Eirie weitere Einstellung des mindestens eirien Schwellenwertes 
kann durch einen Widerstand im ersten Pfad erzielt werden. 
Der Widerstand kann auch zur Strombegrenzung durch den ersten 
Pfad dienen. 

5 ' 

Vorzugsweise umfasst die Regelschaltung einen zweiten 
elektrischen Pfad. Dieser umfasst die Laststrecke eines 
Transistors, die an einem Anschluss mit einer zweiten 
Spannung und am anderen Anschluss mit einer Diode verbunden 
10 ist. Der Transistor kann vom Freigabesignal gesteuert werden. 
Der zweite Pfad dient vor allem zum Einstellen von 
) vorgegebenen Steuerspannungen im inaktiven Zustand, 

insbesondere solange die Spannung am Schaltungsknoten 
unterhalb des mindestens einen Schwellenwertes liegt. Vor 
15 allem verhindert der zweite Pfad Schaden an den Transistoren 
oder Fehlfunktionen derselben aufgrund eines Unterschreitens 
der minimal zulassigen Spannung am Schaltungsknoten. 

Vorzugsweise ist die erf indungsgemafee Treiberschaltung in 
20 einer CMOS-Technologie realisiert. Die Transistoren sind dann 
MOSFETs . 

C) Insbesondere sind die mindestens zwei ersten Transistoren p- 

Kanal -MOSFETs und die mindestens zwei zweiten Transistoren n- 
25 Kanal -MOSFETs. 

SchlieSlich kann eine Gate-Steuerung vorgesehen sein, die zum 
Steuern der Gate-Spannung mindestens eines Transistors der ■ 
mindestens zwei ersten Transistoren dient. Die Gate-Steuerung 

30 hebt bei einer Spannung am Schaltungsknoten, die groJSer als 

die ersten Spannung ist," das Potential am Gate des mindestens 
einen Transistors etwa bis auf die Spannungen am 
Schaltungsknoten an. Hierdurch wird verhindert, dass sich der 
mindestens eine Transistor aufgrund der hohen Spannung am 

35 Schaltungsknoten selbst einschaltet. 
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Urn bei einer derart hohen Spannung am Schaltungsknoten einen 
Stromfluss durch Dioden zwischen Wannen der mindestens zwei 
ersten Transistoren und dem Substrat zu verhindern, kann 
5 ferner eine Wannen- Steuerung zum Steuern der Wannen- 

Spannungen der mindestens zwei ersten Transistoren vorgesehen 
sein. Die Wannen- Steuerung hebt ahnlich wie die Gate- 
Steuerung die Spannung an den 4 Wannen derart an, dass die 
Wannen/Substrat -Dioden bei einer hohen Spannung am 
10 Schaltungsknoten nicht leiten konnen. 

» 

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmoglichkeiten der 
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachf olgenden 
Beschreibung in Verbindung mit den in der Zeichnung 
15 dargestellten Ausf iihrungsbeispielen . 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der in der Zeichnung 
dargestellten Ausf uhrungsbeispiele naher beschrieben. Dabei 
zeigt : 

20 

Fig. 1 ein Ausf uhrungsbeispiel der erf indungsgemaSen 
Treiberschaltung; 

M Fig. 2 ein Ausf uhrungsbeispiel einer bekannten 
25 Treiberschaltung. 

Im Folgenden werden zum Teil gleiche, funktional gleiche 
und/oder gleich wirkende Elemente und/oder Signale mit 
denselben Bezugszeichen bezeichnet. Zur Beschreibung von 
30 Fig. 2 wisrd auf die Beschreibungseinleitung verwiesen. 

Die in Fig. 1 dargestellte Treiberschaltung weist wie die in 
Fig. 2 dargestellte Schaltung einen Schaltungsknoten 10, 
MOSFETs PI', P2, Nl und N2 , einen ersten und zweiten Anschluss 
35 18 bzw. 20 fur eine Verteilerlogik, eine Gate-Steuerschaltung 
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12 und eine n-Wannen-Steuerschaltung 14 auf . Die MOSFETs PI,. 
P2 , Nl und N2 haben dieselbe Funktipn wie bei der in Fig. 2 
dargestellten Treiberschaltung und sind vom selben Typ. 

Uber einen Freigabe-Anschluss 26 kann der dargestellten 
Treiberschaltung ein Freigabesignal ENQ zugefuhrt werden, 
welches die Treiberschaltung in einen aktiven oder einen 
inaktiven Zustand schaltet. Da der Freigabe-Anschluss 26 low- 
aktiv ist, schaltet ein logisches High-Signal am Freigabe- 
Anschluss 26 die Treiberschaltung in den inaktiven Zustand, 
wahrend ein logisches Low-Signal am Freigabe-Anschluss 26 die 
Treiberschaltung in den aktiven Zustand schaltet. 

Eine Regelschaltung der dargestellten Treiberschaltung wird 
im Wesentlichen durch einen Inverter 16, einen n-Kanal -MOSFET 
N3, p-Kanal -MOSFETs P3-P6, Dioden D1-D4 und einen Widerstand 
Rl gebildet. Die Regelschaltung dient insbesondere zum 
Erzeu'gen von Steuerspannungen U P2 und U N2 , die den MOSFETs P2 
bzw. N2 zugefuhrt werden. Der MOSFET P5 ist wie der MOSFET PI 
an eine Spannung U IO angeschlossen, wahrend die beiden 
MOSFETs Nl und N3 mit einem Bezugspotent ial yerbunden sind. 

Urn die abgebildete Treiberschaltung in einen aktiven Zustand 
zu versetzen, wird von einer internen Logik ( eines 
Schaltungsmoduls , das mit der Treiberschaltung verbunden ist, 
uber den Freigabe-Anschluss 26 das Freigabesignal ENQ 
zugefuhrt, das einen logischen Low-Pegel auf weist . Das 
zugefuhrte Freigabesignal ENQ wird durch den Inverter 16 
invertiert und den Transistoren N3 , P3 , P4 und P6 zugefuhrt. 
Ferner wird das Freigabesignal ENQ direkt dem Transistor P5 
zugefuhrt. Aufgrund des logischen Low-Pegels des 
Freigabesignals ENQ werden die Transistoren P5 und N3 in 
einen leitenden Zustand versetzt, wahrend die Transistoren 
P3 , P4 und P6 aufgrund des invertierten Freigabesignals ENQ 
gesperrt werden . 
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Der leitende MOSFET N3 bewirkt, dass die Steuerspannung U P2 
auf dem Bezugspotential liegt, so dass^ der p-Kanal -MOSFET P2 
in einen leitenden Zustand versetzt ist. Ebenso bewirkt der 
5 Leitende MOSFET P5, dass die Steuerspannung U N2 etwa auf dem 
Potential der ersten Spannung U I0 liegt, sodass der n-Kanal- 
MOSFET N2 ebenfalls leitend ist.. Insbesondere befinden sich 
die beiden Transistoren P2 und N2 in Sattigung, sodass iiber 
ihre Laststrecken ein maximaler Strom flieSen kann. Das 
10 Potential bzw. der logische Pegel am Bezugsknoten 10 kann 
nunmehr iiber die beiden MOSFETs PI und Nl bestimmt werden. 

Die Treiberschaltung wird in den inaktiven Zustand versetzt, 
wenn am Freigabeanschluss 2 6 als Freigabesi'gnal ENQ ein 

15 logischer High-Pegel anliegt. Dies bewirkt; dass die beiden 
Transistoren N3 und P5 gesperrt sind. Aufgrund des 
invertierten Freigabesignals ENQ werden die Transistoren P3 , 
P4 und P6 in den leitenden Zustand versetzt. Die Gates bzw. 
Steueranschlusse der beiden Transistoren P2 und N2 sind dann 

20 iiber den nunmehr leitenden Transistor P6, genauer gesagt 
dessen Laststrecke, miteinander verbunden. 

Tritt nun am Schaltungsknoten 10 keine Uberspannung auf, d.h. 

£~ uberschreitet eine Spannung am Schaltungs-knoten 10 nicht 

25 einen vorgegebenen Schwellenwert , wird iiber den MOSFET P3 , 
die Diode Dl und den Widerstand Rl eine Bias-Spannung 
erzeugt, aus welcher die Steuerspannungen U P2 und U N2 fur die 
beiden Transistoren P2 bzw. N2 abgeleitet werden. Die Bias- 
Spannung wird aus einer Spannung U cor e abgeleitet, die an 

30 einem Anschluss der Laststrecke de,s MOSFETs P3 anliegt. In 
einer typischen Ausf uhrungsf orm liegt die Bias-Spannung bei 
etwa 1 Volt. Dadurch konnen negative Spannungen am 
Schaltungsknoten 10 von bis zu etwa -1 Volt keine unzulassig 
hohen Spannungen an den beiden Transistoren P2 und N2 

3 5 erzeugen . 
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Sobald die Spannung am Schaltungsknoten 10 den vorgegebenen, 
oben erwahnten Schwellenwert iiberschreitet , wird der durch 
die Dioden D2 bis D4 , die Laststrecke des MOSFETs P4 und den 
5 Widerstand Rl gebildete Pfad zum. Bezugspotent ial leitend. 

Dadurch stellt sich am Schaltungsknoten der Laststrecken der 
beiden Transistoren P4 und P6 eine Spannung ein, die etwa 
drei Diodenschwellspannungen unterhalb der Spannung am 
Schaltungsknoten 10 liegt und proportional zur Spannung am 
10 Schaltungsknoten 10 steigt . Durch die Diode Dl wird ein 

Stromf luss vom Schaltungsknoten zu der Spannung' U cor e uber die 
Laststrecke des Transistors P3 gesperrt. 

Insbesondere aufgrund der am Schaltungsknoten der beiden , 
15 Laststrecken der Transistoren P4 und P6 gebildeten Spannung,. 
die proportional mit der Spannung am Schaltungsknoten 10 
steigt, wird nun verhindert, dass die Spannung zwischen Gate 
und Schaltungsknoten der beiden Transistoren P2 und N2 
unzulassig groS wird, was zur Zerstorung der beiden 

2 0 Transistoren fuhren konnte . 

Ein Vorteil der dargestellten Regelschaltung besteht in der 
einfachen Skalierbarkeit der Bias - Spannung . Durch eine 
Y geeignete Wahl des Widerstandes Rl und der Anzahl der Dioden 
25 in der Diodenkette D1-D4 kann die Bias-Spannung an eine 

Technologie angepasst werden, in welcher die dargestellte 
Treiberschaltung hergestellt wird. Die Vorspannung der Gates 
bzw. Steueranschliisse der beiden Transistoren' P2 und P4 auf 
etwa 1 Volt im niedrigen Spannungsbereich verhindert 

3 0 kurzfristige Uberspannungen an den beiden Transistoren P. 2 und 

N2 fur den Fall, dass das Potential am Schaltungsknoten 10 
sehr schnell ansteigt und die Nachregelschal tung aus den 
Dioden D2-D4 und dem Widerstand Rl diesen schnellen Anstieg ■ 
nicht „nachfolgen u kann. 
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Urn zu verhindern, dass sich der MOSFET PI von selbst 
einschaltet oder ein Stromfluss durch die Diode, die durch 
die n-Wanne und das p-Substrat bei den beiden p-Kanal -MOSFETs 
PI und P2 gebildet ist, statt findet, sind die Gate- 
Steuerschaltung . 12 und die n~Wannen-Steuerschaltung 14 
vorgesehen. Diese beiden Steuerschaltungen 12 und 14 
bewirken, dass bei Potentialen am Schaltungsknoten 10, die 
hoher sind als die Spannung U I0 , die Potentiale der n-Wannen 
der. beiden Transistoren PI und P2 und das Potential am Gate 
des Transistors PI etwa auf das Potential am Schaltungsknoten 
10 angehoben werden . 
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Patentanspriiche 

5 1. Treiberschaltung mit 

- .einem Schaltungsknoten (10) , 

- mindestens zwei ersten Transistoren .(PI, P2) , deren 
Laststrecken in Reihe geschaltet sind und den 
Schaltungsknoten (10) mit einer Spannung (Uio) verbinden, 

10 - mindestens zwei zweiten Transistoren (Nl, N2) , deren 
Laststrecken in Reihe geschaltet sind und den 
|^ Schaltungsknoten (10) mit einem Bezugspotent ial verbinden, 
und 

- einer Regelschaltung (P3-P6, N3 f D1-D4, Rl , 16), die 
15 ausgebildet ist, urn mindestens eine erste Steuerspannung 

(U pa ) an mindestens einem Transistor (P2) der mindestens zwei 
ersten Transistoren (PI, P2) und mindestens eine zweite 
Steuerspannung (U N2 ) an mindestens einem Transistor (N2) der 
mindestens zwei zweiten Transistoren (Nl, N2) abhangig von 
20 ( einer Spannung am Schaltungsknoten (10) einzustellen. 

2. Treiberschaltung nach Anspruch 1, % 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Regelschaltung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl , 16) ferner 
25 ausgebildet ist, urn die Treiberschaltung abhangig von einem 
Freigabesignal (ENQ) in einen aktiven oder einen inaktiven 
Zustand zu versetzen. 

3. Treiberschaltung nach Anspruch 2, 

30 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Regelschaltung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl , 16) ferner 
ausgebildet ist, urn im aktiven Zustand die Steuerspannungen 
(U P2 , U N2 ) derart einzustellen, dass die von den 
Steuerspannungen (U P2 ,' U N2 ) gesteuerten Transistoren ( P2 , N2 ) 

35 etwa in Sattigung sind. 
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4. Treiberschaltung nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Regelschaltung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl , 16) ferner 
ausgebildet ist, urn im inaktiven Zustand bei Uberschreiten 
mindestens eines Schwellenwertes durch die Spannung am 
Schaltungsknoten (10) die Steuerspannungen (U P2 , U N2 ) urn eine 
vorgegebene Spannung zu verringern. 

5. Treiberschaltung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Regelschaltung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl, 16) einen 
elektrischen Pfad vom Schaltungsknoten (10) zum 
Bezugspotential umfasst, der mindestens eine Diode (D2-D4) 
zum Vorgeben des mindestens einen Schwellenwertes aufweist . 

6. Treiberschaltung nach Anspruch 5, 
dadurch gek.ennzeichnet, dass 

der Pfad ferner einen Schalter (P4) aufweist, der vom 
Freigabesignal (ENQ) gesteuert wird. 

7. Treiberschaltung nach Anspruch 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Pfad einen Widerstand (Rl) aufweist. 

8. Treiberschaltung nach einem der Anspriiche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Regelschaltung (P3-P6, N3 , D1-D4, Rl, 16) einen 
elektrischen Pfad umfasst, der die mit einer weiteren 
Spannung (U core ) einerseits und einer Diode (Dl) andererseits 
verbundenen Laststrecke eines vom Freigabesignal (ENQ) 
gesteuerten Transistors (P3) aufweist und zum Einstellen der 
.Steuerspannungen im inaktiven Zustand dient, solange die 
Spannung am Schaltungsknoten (10) unterhalb des mindestens 
einen Schwellenwertes liegt. 
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9. Treiberschaltung nach einem der Anspriiche 2 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Treiberschaltung derart ausgestaltet ist, dass sie im 
aktiven Zustand keine statische Strpmauf nahme auf weist . 

,10. Treiberschaltung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
sie in einer CMOS-Technologie realisiert ist und die 
Transistoren MOSFETs sind. 

11. Treiberschaltung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die mindestens zwei ersten Transistoren (PI, P2) p-Kanal-. 
MOSFETs und die mindestens zwei zweiten Transistoren (Nl, N2) 
n-Kanal-MOSFETs sind. 

12. Treiberschaltung nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

eine Gate-Steuerung (12) zum Steuern, der Gate-Spannung 
mindestens eines Transistors (PI) der mindestens zwei ersten 
Transistoren vorgesehen ist. 

13. Treiberschaltung nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

eine Wannen- Steuerung (14) zum Steuern der Wannen-Spannungen 
der mindestens zwei ersten Transistoren (PI, P2) vorgesehen 
ist . 
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